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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Urrterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(m) Verfahren zur Erzeugung einer stufenformigen Struktur auf einem Substrat 
® Bei einem Verfahren zum Erzeugen einer stufenformi- 
gen Struktur (132) auf einem Substrat (100), die zumin- 
desteinen ersten Abschnitt mit einer ersten Dicke und ei- 
nen zweiten Abschnitt mit einer zweiten Dicke umfasst, 
wird zunachst eine Schichtfolge aus einer ersten Oxid- 
schicht, einer ersten Nitridschicht und einer zweiten Oxid- 
schicht auf das Substrat (100) aufgebracht. AnschlieGend 
wird ein Abschnitt der zweiten Oxidschicht und ein Ab- 
schnitt der ersten Nitridschicht entfernt, urn einen Ab- 
schnitt der ersten Oxidschicht freizulegen. Dann wird ein 
Teil der ersten Nitridschicht entfernt, um den ersten Be- 
reich der stufenformigen Struktur (132) festzulegen. An- 
schlieBend wird die Dicke der ersten Oxidschicht zumin- 
dest in dem festgelegten ersten Bereich verandert, um die 
erste Dicke dieses Bereichs festzulegen. Nachfolgend 
wird ein weitererTeil der ersten Nitridschicht entfernt, um 
einen zweiten Bereich der stufenformigen Struktur (132) 
festzulegen. 



.100 


CO 


BUNDESDRUCKEREI 11.02 102 640/257/1 9 

BEST AVAILABLE COPY 


DE 101 31 917 A 1 


Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein 
Verfahren zur Erzeugung einer stufenformigen Struktur auf 
einem Substrat und insbesondere auf ein selbstjustierendes 
Verfahren zur Erzeugung einer stufenformigen Struktur, wie 
beispielsweise eines Gateoxids fur einen MOS-IYansistor. 
[0002] Bei einigen Anwendungen zur Herstellung von 
Halbleiterbauelementen kann es wiinschenswert sein, stu- 
fenformige Strukturen auszubilden. Eine solche Anwen- 
dung betrifft z. B. bestimmte MOS-Transistoren (MOS = 
Metal 1 Oxid Semiconductor = Metall-Oxid-Halbleiter), wie 
z. B. einen LDMOS-Transistor (LDMOS = Laterally Diffu- 
sed Metall Oxid Semiconductor). Es ist vorteilhaft, wenn 
das Dielektrikum einer Gateelektrode, das Gateoxid, an der 
Source-Seite eine geringere Dicke aufweist als an der Drain- 
Seite, so dass ein sogenanntes Stufengateoxid gebildet ist. 
Dieses Stufengateoxid verkniipft die Forderungen nach ei- 
nem niedrigen Einschaltwiderstand R^, d. h. einem mog- 


[0009] GemaB der vorliegenden Erfindung wind die stu- 
fenformige Struktur selbsrjustiert hergestellt. 
[0010] Die vorliegende Erfindung hat gegeniiber her- 
kommlichen Prozessen den Vorteil, dass durch das selbstju- 
stierende Verfahren kleinere Gatelangen und/oder geringere 
Toieranzen moglich sind als diese mit herkommlichen Ver- 
fahren und der entsprechend vorhandenen Lithographiever- 
fahren erreichbar sind. 

[0011] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung 
besteht darin, dass diese eine unterschiedliche Dotierung der 
Source-Gebiete und der Drain-Gebiete, wie es z. B. bei ei- 
nem LDMOS-Transistor erforderlich ist, auch bei sehr kur- 
zen Gate-Strukturen, ermoglicht 

[0012] Bevorzugte Weiterbildungen der vorliegenden Er- 
findung sind in den Unteranspriichen definiert 
[0013] Nachfolgend werden anhand der beiliegenden 
Zeichnungen bevorzugte Ausfuhrungsbeispieie der vorlie- 
genden Erfindung naher erlautert Es zeigen: 
hchst dunnen Gateoxid, und nach einer hohen Spannungsfe- 20 [0014] Fig. 1 A bis 1M ein erstes Ausfuhrungsbeispiel des 


sUgkeit, d. h. nach einem moglichst dicken Gateoxid. 
[0003] Im Stand der Technik sind bereits Verfahren be- 
kannt, mittels denen eine solche Oxidstufe hergestellt wer- 
den kann, und diese Verfahren werden als "Dual-Gox"-Pro- 
zesse beschrieben, bei denen nach der Herstellung der Oxid- 
stufe eine Einstellung bzw. Justage der Gateelektrode auf 
diese Stufe erforderlich ist. 

[0004] Dieses bekannte Verfahren ist nicht selbstjustie- 
rend, so dass sich Einschrankungen aufgrund der begrenzten 


erfindungsgemaBen Verfahrens; und 
[0015] Fig. 2A bis 2M ein zweites Ausfuhrungsbeispiel 
des erfindungsgemaBen Verfahrens. 

[0016] Anhand der Fig. 1 wird nun erstes, bevorzugtes 
25 Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung naher er- 
lautert, wobei anhand der Fig. 1A bis 1M die verschiedenen 
Prozessschritte gemaB diesem bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiel naher erlautert werden. 

[0017] In Fig. 1A ist eine Halbleiterstruktur dargestellt, 


Jusuermoglichkeiten der yerwendeten Belichtungsinstru- 30 welche ein Substrat 100 umfasst, das eine erste Hauptober 

flache 102 sowie eine zweite Hauptoberflache 104 aufweist. 
Auf der ers-ten Hauptoberflache 102 des Substrats 100, wel- 
ches bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ein Silizi- 
umsubstrat ist, wird eine Schichtfolge 106 erzeugt, die eine 
35 erste Oxidschicht 108, die auf dem Substrat 100 angeordnet 
ist, eine auf der ersten Oxidschicht 108 angeordnete Nitrid- 
schicht 110 und eine auf der Nitridschicht 110 angeordnete 
zweite Oxidschicht 112 umfasst. Bei dem dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispiel sind die Oxidschichten 108 und 112 Silizi- 
40 umdioxidschichten und die Nitridschicht U0 ist eine Silizi- 
umnitridschicht. In Fig. 1 A ist das auf dem Ausgangsmate- 
rial (Substrat) aufgebrachte Siliziumoxid/Siliziumnitrid/Si- 
liziumoxid-Sandwich 106 dargestellt. 

[0018] In einem nachfolgenden Prozessschritt wird die 


mente ergeben. Der Nachteil der so hergestellten Gatestruk- 
turen besteht darin, dass eine bestimmte Gatelange nicht un- 
terschritten und gewisse Toieranzen nicht erreicht werden 
konnen. 

[0005] Ein weiterer Nachteil der herkommlichen Verfah- 
ren besteht darin, dass eine unterschiedliche Dotierung von 
Source-Gebieten und Drain-Gebieten, wie es beispielsweise 
bei einem LDMOS-Transistor erforderlich ist, bei kurzen 
Gatestrukturen nur sehr schwierig oder auch gar nicht mog- 
lich isL 

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der 
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein verbes- 
sertes Verfahren zur Erzeugung einer stufenformigen Struk- 
tur auf einem Substrat zu schaffen. 


[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB 45 zweite bzw. obere Oxidschicht 112 und die erste Nitrid- 

Ar^pnich 1 ge 16st. schicht 110 unter Verwendung eines Lithographieschritts 

[0008] Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren und einer anschheBenden Atzung strukturiert, wodurch sich 

zur Erzeugung einer stufenformigen Struktur auf einem die in Fig. IB dargesteUte Struktur ergibt, bei der ein Ab- 

Substrat, wobei die stufenformige Struktur zumindest einen schnitt 114 der ersten Oxidschicht freigelegt ist, so dass in 

ersten Abschmtt nut einer ersten Dicke und einen zweiten 50 diesem Bereich die dem Substrat 100 abeewandte Oberfla- 


Abschnitt mit einer zweiten Dicke umfasst, mit folgenden 
Schritten: 

(a) Aufbringen einer Schichtfolge aus einer ersten 
Oxidschicht, einer ersten Nitridschicht und einer zwei- 
ten Oxidschicht auf das Substrat; 

(b) Entfemen eines Abschnitts der zweiten Oxid- 
schicht und eines Abschnitts der ersten Nitridschicht, 
urn einen Abschnitt der ersten Oxidschicht freizulegen; 


che der ersten Oxidschicht 108 freiliegu 
[0019] AnschlieBend wird die erste Nitridschicht 110 se- 
lektiv nasschemisch zuriickgeatzt, um einen Teil der Nitrid- 
schicht unter der zweiten Oxidschicht 112 und uber der er- 
55 sten Oxidschicht 108 zu entfemen. Hierdurch wird die 
Lange eines ersten Bereichs des zu erzeugenden Gateoxids 
eingestellt. Bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel wird 
der dickere Abschnitt der zu erzeugenden stufenformigen 
, Gateoxidstruktur hierdurch eingestellt. Das nasschemische 

(c) Entfemen eines Teils der ersten Nitridschicht, um 60 selektive Atzen erfolgt z. B. mittels heiBer Phosphorsaure (~ 
den ersten Bereich der stufenformigen Struktur festzu- 80% H3PO4, T - 155°C) fiir eine Zeitdauer von z. B. 25 Mi- 
le g e °i nuten. 

(d) Verandem der Dicke der ersten Oxidschicht zu- [0020] In Fig. 1C ist die sich ergebende Struktur nach dem 
mindest in dem im Schritt (c) festgelegten ersten Be- Atzen der Nitridschicht 110 gezeigt. Wie zu erkennen ist, 
reich, um die erste Dicke desselben festzulegen; und 65 wurde unter der zweiten Oxidschicht 112 ein Bereich 116 

(e) Entfemen eines Teils der ersten Nitridschicht, um freigelegt, in dem die Nitridschicht 110 zuriickgeatzt wurde 
den zweiten Bereich der stufenformigen Struktur fest- Mit XI ist die Lange des ersten Bereichs der zu erzeugenden 
zule £ en - Stufenstruktur bezeichnet. 
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[0021] In einem nachfolgenden Schritt wird eine Oxida- 
tion durchgefUhrt, um die Dicke der ersten Oxidschicht 108 
im freigelegten Bereich 114 sowie im Bereich 116 zu erho- 
hen. Das Ergebnis dieses Verfahrensschritts ist in Fig. ID 
gezeigt und wie zu erkennen ist, wurde die Oxidschicht 108 5 
im Bereich 114 und in Bereich 116 gegeniiber ihrer ur- 
spriinglichen Dicke vergroBert, und in diesem Bereich ist 
die Oxidschicht mit dem Bezugszeichen 118 versehen. Auf- 
grund der durchgefiihrten Oxidation kann es vorkommen, 
dass an einem Wandbereich 120 der Nitridschicht 110 ein io 
Oxid (NiOx) entsteht, welches durch eine sehr kurze Oxi- 
datzung entfernt werden muss. 

[0022] AnschlieBend erfolgt erneut eine selektive nas- 
schemische Zuriickatzung der Nitridschicht 110, um einen 
weiteren Teil der Nitridschicht unter der zweiten Oxid- 15 
schicht 112 und iiber der ersten Oxidschicht 108 zu entfer- 
nen. Hierdurch wird die Lange des Bereichs mit einem dun- 
neren Gateoxid eingestellt. Wie auch schon bei dem ersten 
nasschemischen Atzschritt der Nitridschicht 110 erfolgt hier 
das Atzen z. B. mittels heiBer Phosphorsaure (~ 80% 20 
H3PO4, T ~ 155°C) mit einer Atzrate von 4 nm/min bei einer 
Zeitdauer von etwa 25 Minuten. 

[0023] In Fig. IE ist die sich ergebende Struktur gezeigt. 
Wie zu erkennen ist, wurde durch den nasschemischen Atz- 
vorgang der freigelegte Bereich 116 unter der Oxidschicht 25 
112 vergroBert, wobei mit X2 die Lange dieses neuen Be- 
reichs angegeben ist. In Fig. IE ist die stufenfbrmige Struk- 
tur des Oxids 108, 118 bereits zu erkennen. 
[0024] Nachfolgend zu dem weiteren Atzschritt erfolgt 
eine konforme Abscheidung einer Polysiliziumschicht 122 30 
auf die gesamte Oberflache der Struktur, so dass sich die in 
Fig. IF gezeigte Struktur ergibt. Die Polysiliziumschicht 
122 wird anschlieBend anisotrop und selektiv zu den Silizi- 
umoxidschichten zuriickgeatzt, so dass sich die in Fig. 1G 
gezeigte Struktur ergibt, bei der das Polysilizium lediglich 35 
im Bereich 116 verblieben ist An dieser SteUe des Herstel- 
lungsprozesses besteht nun die Moglichkeit einer Implanta- 
tion, wodurch das in Fig. 1G rechts von der zukunftigen Ga- 
testruktur liegende Gebiet (unterhalb der dicken Oxid- 
schicht) dotiert wird, das in der Fig. 1G links von der zu- 40 
kunftigen Gatestruktur, also unter der verbliebenen Nitrid- 
schicht 110 liegende Gebiet, im Substrat jedoch nicht. 
[0025] In einem weiteren Verfahrensschritt wird eine wei- 
tere Siliziumnitridschicht 124 sowie eine weitere Oxid- 
schicht 126 ganzflachig auf der Struktur konform abgeschie- 45 
den, so dass sich die in Fig. 1H gezeigte Struktur ergibt. 
[0026] Dann wird die weitere Siliziumoxidschicht 126 an- 
isotrop und selektiv zu dem Siliziumnitrid zuriickgeatzt, so 
dass an der Topologiestufe ein Oxidrest 128 zunickbleibt, 
wie dies in Fig. 11 gezeigt isL Die Topologiestufe hat sich 50 
durch das anfangliche Freilegen des Abschnitts 114 und die 
nachfolgende Verfullung des Bereichs 116 mit dem Polysili- 
zium ergeben. 

[0027] Hieran anschlieBend wird auch die Siliziumnitrid- 
schicht 124 selektiv zu dem Siliziumoxid geatzt, und zusatz- 55 
lich zu dem Oxidrest 128 verbleibt an der Topologiestufe ein 
Nitridrest 130, wie dies in Fig. 1J gezeigt ist. 
[0028] Das Siliziumoxid, also die Schichten 112 und 118, 
sowie der Rest 128 werden dann ganzflachig und selektiv zu 
dem Siliziumnitrid und nach Moglichkeit selektiv zu dem 60 
Silizium geatzt, so dass sich die in Fig. IK dargestellte 
Struktur ergibt. 

[0029] Nachfolgend wird die Nitridschicht 110 und der 
Nitridrest 130 selektiv geatzt, so dass sich die in Fig. 1L ge- 
zeigte Struktur ergibt, bei der anschlieBend, soweit erforder- 65 
lich, die Oxidschicht 108, 118 anisotrop und selektiv zu dem 
Silizium des Substrats geatzt wird, so dass sich die abschlie- 
Bende stufenfbrmige Struktur 132 ergibt, wie sie in Fig. IM 


dargestellt ist. 

[0030] Anhand der Fig. 2 wird nachfolgend ein zweites 
bevorzugtes AusfUhrungsbeispiel des erfindungsgemaBen 
Verfahrens naher erlautert, wobei bei der nachfolgenden Be- 
schreibung der einzelnen Verfahrensschritte diejenigen Ver- 
fahrensschritte nicht emeut beschrieben werden, die bereits 
anhand der Fig. 1 beschrieben wurden. 
[0031] Die in den Fig. 2A bis 2C beschriebenen Verfah- 
rensschritte entsprechen den anhand der Fig. 1A bis 1C be- 
schriebenen Verfahrensschritte, und auch die Struktur, die 
sich nach denselben ergibt (siehe Fig. 2C), entspricht denje- 
nigen, wie sie sich nach den entsprechenden Verfahrens- 
schritten gemaB Fig. 1A bis 1C ergibt. 
[0032] Das Verfahren gemaB dem zweiten AusfUhrungs- 
beispiel unterscheidet sich gegenuber dem ersten AusfUh- 
rungsbeispiel dahingehend, dass nach dem erstmaligen At- 
zen der Siliziumnitridschicht 110 die Oxidschicht 108, an- 
ders als im ersten AusfUhrungsbeispiel, bei dem dieselbe 
dicker gemacht wurde, nunmehr gedunnt wird. Wie in Fig. 
2D zu erkennen ist, wurde das nach dem Atzen der Silizium- 
nitridschicht 110 nicht mehr durch das Siliziumnitrid be- 
deckte Oxid der ersten Oxidschicht 108 gedunnt, so dass die 
gediinnte Oxidschicht 118 entstanden ist, Vorzugsweise 
wird aus prozesstechnischen Grunden die Dunnung der 
Oxidschicht 108 derart erfolgen, dass die Oxidschicht 108 
im Bereich 114 und 116 zunachst vollstandig entfemt wird 
und anschlieBend eine neue Oxidschicht durch einen Oxida- 
tionsvorgang erzeugt wird, deren Dicke kleiner ist als die 
Dicke der ursprUnglichen Oxidschicht 108. Eine aufgrund 
des Oxidationsvorgangs an derNitridseitenwand 120 entste- 
hendes Nitridoxid (NiOx) wird anschlieBend mit einer sehr 
kurzen Oxidatzung entfemt. 

[0033] Anders als bei dem anhand der Fig. 1 beschriebe- 
nen AusfUhrungsbeispiel wird gemaB Fig. 2 nun zunachst 
der diinnere Bereich der stufenrorrnigen Struktur des Gate- 
oxids gebildet und nach diesem Schritt wird die Siliziumni- 
tridschicht 110 emeut selektiv nasschemisch zuriickgeatzt, 
wodurch die Lange X2, jetzt des dickeren Bereichs der stu- 
fenformigen Struktur, eingestellt wird. 
[0034] Die verbleibenden Schritte zur Fertigstellung der 
Struktur, die anhand der Fig. 2F bis 2M gezeigt sind, ent- 
sprechen den anhand der Fig. IF bis IM beschriebenen 
Schritte, und hinsichtlich einer naheren Erlauterung dieser 
Schritte wird auf die vorhergehende Beschreibung der Fig. 
IF bis IM verwiesen. 

[0035] Ahnlich wie beim ersten AusfUhrungsbeispiel 
kann auch beim zweiten AusfUhrungsbeispiel nach dem Er- 
zeugen der Stufenstruktur (siehe Fig. 2G) an dieser Stelle 
des Herstellungsprozesses eine Implantation erfolgen, wo- 
durch das in Fig. 2G rechts von der zukunftigen Gatestruk- 
tur liegende Gebiet (unterhalb der dunneren Oxidschicht) 
dotiert wird, das in der Fig. 2G Unks von der zukunftigen 
Gatestruktur, also unter der verbliebenen Nitridschicht 110 
liegende Gebiet, im Substrat jedoch nicht. Somit erfolgt, an- 
ders als im ersten AusfUhrungsbeispiel (Fig. 1), bei dem 
zweiten AusfUhrungsbeispiel (Fig. 2), die Implantation im 
Bereich des dunneren Oxids und nicht im Bereich des dicke- 
ren Oxids. 

[0036] Bei der obigen Beschreibung der bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiele wurde ein Siliziumsubstrat 100 verwen- 
det und die Oxidschichten sind Si02-Schichten, Die Nitrid- 
schichten sind Si3N 4 - Schichten. Die vorliegende Erfindung 
ist nicht auf diese Materialien beschrankt, sondem es kon- 
nen auch andere geeignete Materialien zur Herstellung der 
stufenformigen Struktur eingesetzt werden, wie z. B. orga- 
nische Materialien. Femer kann das Polysilizium-Gate 
durch Wolfram ersetzt werden. Anstelle eines Siliziumsub- 
strats kann auch ein Siliziumkarbidsubstrat verwendet wer- 
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den. 

[0037] Der Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, dass diese ein selbstjustierendes Verfahren zur Her- 
stellung der stufenfbrmigen Struktur 132 (siehe Fig. 1M 
bzw. Fig. 2M) schafft, wobei sich durch das erfindungsge- 5 
maBe Verfahren sehr kurze Gatestrukturen erreichen lassen. 
Hinsichtlich der GroBenordung der Gatestruktur existieren 
keine theoretischen Begrenzungen. GemaB einem Ausfiih- 
rungsbeispiel liegt die Gatelange zwischen 0,1 urn und 
0,5 jim, wobei der Anteil des diinnen Bereichs zwischen io 
20% und 80% der Gesamtlange betragt. 
[0038] Obwohl das obige Verfahren anhand der Herstel- 
lung einer Gateoxidschicht fur einen MOS-Transistor be- 
schrieben wurde, ist die vorliegende Erfindung nicht hierauf 
beschrankt, sondern findet vielmehr ihre Anwendung bei al- 15 
len Halbleiterstrukturen, bei denen stufenformige Struktu- 
ren erforderlich sind. 

[0039] Wie oben beschrieben wurde, wird die Siliziumni- 
tridschicht 110 zweimal nasschemisch selektiv geatzt, wo- 
bei hier vorzugsweise heiBe Phosphorsaure (~ 80% H3PO4, 20 
T - 155°C) als Atzmittel mit einer Atzrate von 4 nm/min 
zum Einsatz kommt. Bei den dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spielen werden fur die zwei Bereiche der stufenformigen 
Struktur gleiche Langen von etwa 0,1 pra gewahlt, was 
durch eine Atzdauer von etwa 25 Minuten erreicht wird. 25 
Allgemein kann das nasschemische Atzen unter Verwen- 
dung von heiBer Phosphorsaure (~ 80% H3PO4, T ~ 155°C) 
mit einer Atzrate von 1 nm/min bis 20 nm/min fiir eine Zeit- 
dauer von 1 Minute bis 400 Minuten durchgefuhrt werden. 
Anstelle der Polysiliziumschicht kann eine andere elektrisch 30 
leitende Schicht verwendet werden. 

[0040] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die oben 
beschriebenen Herstellungsschritte beschrankt Abhangig 
von den zu erzeugenden Strukturen konnen einzelne 
Schritte modifiziert oder weggelassen werden, oder andere 35 
Schritte eingefugt werden. 

[0041] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die oben 
beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele beschrankt. Zusatzlich 
zu den beschriebenen Strukturen konnen durch das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren auch Strukturen mit mehr als einer 40 
Stufe erzeugt werden. In diesem Fall erfolgt ein mehrmali- 
ges Atzen der Nitridschicht 110 so wie eine mehrmalige Oxi- 
dation (Fig. 1) bzw. ein mehrmaliges Diinnen (Fig. 2) der 
Oxidschicht, um so mehrere Stufen zu erzeugen. 

45 

Bezugszeichenliste 

100 Substrat 

102 erste Hauptoberflache 

104 zweite Hauptoberflache 50 

106 Schichtfolge 

108 erste Oxidschicht 

110 Nitridschicht 

112 zweite Oxidschicht 

114 Abschnitt der ersten Oxidschicht 55 
116 freigelegter Bereich 
118 Oxidschicht 

120 Wandbereich der Nitridschicht 
122 Polysiliziumschicht 

124 Siliziumnitridschicht 60 

126 Oxidschicht 

128 Oxidrest 

130 Nitridrest 

132 stufenformige Struktur 

XI erster Bereich der stufenformige Struktur 65 
X2 zweiter Bereich der stufenformige Struktur 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Erzeugung einer stufenformigen 
Struktur (132) auf einem Substrat (100), wobei die stu- 
fenformige Struktur (132) zumindest einen ersten Ab- 
schnitt (XI) mit einer ersten Dicke und einen zweiten 
Abschnitt (X2) mit einer zweiten Dicke umfasst, mit 
folgenden Schritten: 

(a) Aufbringen einer Schichtfolge (106) aus einer 
ersten Oxidschicht (108), einer ersten Nitrid- 
schicht (110) und einer zweiten Oxidschicht (112) 
auf das Substrat (100); 

(b) Entfemen eines Abschnitts der zweiten Oxid- 
schicht (112) und eines Abschnitts der ersten Ni- 
tridschicht (110), um einen Abschnitt (114) der er- 
sten Oxidschicht (108) freizulegen; 

(c) Entfernen eines Teils der ersten Nitridschicht 
(110), um den ersten Bereich (XI) der stufenfor- 
migen Struktur (132) festzulegen; 

(d) Verandern der Dicke der ersten Oxidschicht 
(118) zumindest in dem im Schritt (c) festgelegten 
ersten Bereich (XI), um die erste Dicke desselben 
festzulegen; und 

(e) Entfernen eines Teils der ersten Nitridschicht 
(110), um den zweiten Bereich (X2) der stufenfor- 
migen Struktur (132) festzulegen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, mit folgendem Schritt: 

(f) Freilegen der stufenfbrmigen Struktur (132). 

3. Verfahren gemaB Anspruch 1 oder 2, bei dem der 
Schritt (d) den Schritt des Erhohens der Dicke der er- 
sten Oxidschicht (108) zumindest in dem ersten Be- 
reich (XI) umfasst. 

4. Verfahren gemaB Anspruch 3, bei dem der Schritt 
des Erhohens eine Oxidation umfasst. 

5. Verfahren gemaB Anspruch 1 oder 2, bei dem der 
Schritt (d) den Schritt des Diinnens der ersten Oxid- 
schicht (108) zumindest in dem ersten Bereich (XI) 
umfasst 

6. Verfahren gemaB Anspruch 5, bei dem der Schritt 
des Diinnens das Atzen der ersten Oxidschicht (108) 
umfasst 

7. Verfahren gemaB Anspruch 5, bei dem der Schritt 
des Diinnens folgende Schritte umfasst: 
Entfernen der ersten Oxidschicht (108) zumindest in 
dem ersten Bereich (XI); und 

Aufbringen einer neuer Oxidschicht (118) zumindest in 
dem ersten Bereich (XI) mit einer Dicke, die kleiner ist 
als die Dicke der ersten Oxidschicht (108) 

8. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 7, bei 
dem die Schritte (c) und (e) ein selektives nasschemi- 
sches Atzen der ersten Nitridschicht (110) umfassen. 

9. Verfahren gemaB Anspruch 8, bei dem das nassche- 
mische Atzen unter Verwendung von heiBer Phosphor- 
saure (~ 80% H3PO4, T - 155°Q mit einer Atzrate von 
1 nm/min bis 20 nm/min fur eine Zeitdauer von 1 Mi- 
nute bis 400 Minuten erfolgt. 

10. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 9, bei 
dem der Schritt (b) folgende Schritte umfasst: 

(b. 1) Aufbringen und Strukturieren eines Photore- 
sists auf der Schichtfolge (106), um freizulegende 
Bereiche festzulegen; und 

(b.2) Atzen der zweiten Oxidschicht (112) und der 
ersten Nitridschicht (110) bis zu der ersten Oxid- 
schicht (108). 

11. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 10, 
mit folgenden Schritten nach dem Schritt (e): 
Abscheiden einer elektrisch leitenden Schicht (122) in 
dem ersten Bereich (XI) und in dem zweiten Bereich 
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(X2). 

12. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 11, 
mit folgenden Schritten nach dem Schritt (e): 
Durchfuhren einer Implantation bezuglich des Sub- 
strats (100), um in dem nur durch die erste Oxidschicht 5 
(118) bedeckten Abschnitt des Substrats (100) einen 
dotierten Bereich zu bilden. 

13. Verfahren gemaB Anspruch 11 oder 12, bei dem 
die elektrisch leitende Schicht (122) konform auf dem 
Substrat (100) abgeschieden wird und anschlieBend an- io 
isotrop und selektiv zu den Oxidschichten (112, 118) 
geatzt wird. 

14. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 11 bis 13, 
bei dem der Schritt (f) folgende Schritte umfasst: 

(f.l) Abscheiden einer zweiten Nitridschicht 15 
(124); 

(f.2) Abscheiden einer dritten Oxidschicht (126); 
(f.3) Entfernen der dritten Oxidschicht (126) se- 
lektiv zu der zweiten Nitridschicht (124), so dass 
an einer Stufe, die durch das Freilegen der ersten 20 
Oxidschicht im Schritt (b) gebiidet wurde, ein 
Oxidrest (128) verbleibt; 

(f.4) Entfemen der zweiten Nitridschicht (124) se- 
lektiv zu der zweiten Oxidschicht (112), so dass 
an der Stufe ein Nitridrest (130) verbleibt; 25 
(f.5) Entfernen der Oxidschichten (112, 118, 128) 
selektiv zu den Nitridschichten und selektiv zu 
dem Substrat; 

(f.6) Entfernen der Nitridschichten (110, 130); 
und 30 
(f.7) Entfernen der ersten Oxidschicht (108, 118) 
auBerhalb des ersten und des zweiten Bereichs 
(XI, X2). 

15. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 14, 
bei dem die stufenformige Struktur (132) ein Gateoxid 35 
eines MOS-Transistors ist. 

16. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 15, 
bei dem die Oxidschichten (108, 118, 126, 128) SKV 
Schichten sind, bei dem die Nitridschichten (110, 124, 
130) Si 3 N 4 -Schichten sind, bei dem das Substrat (100) 40 
ein Si-Substrat ist, und bei dem die elektrisch leitende 
Schicht (122) eine Polysiliziumschicht ist. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 16, bei 
dem im Schritt (d) die Dicke der ersten Oxidschicht 
mehrfach verandert wird, um eine Struktur mit einer 45 
Mehrzahl von Stufen zu erzeugen. 
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